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(57) Abstract: The invention concerns an edge-emitting semiconductor tunable laser (10) comprising a resonant cavity delimited
by two retlectors (15, 20) one of which is fixed (15) and the other mobile (20). said cavity consisting of a tirst active gain section (1)
with length L; and a second tunable section of Ilength L,. The invention is characterised in that the total length of the cavity L = to

L;+L, is not more than 20 pm.

(87) Abrégé : L invention concerne un laser accordable (10) en semi-conducteur & émission par la tranche comportant une cavité
résonante délimitée par deux réflecteurs (15, 20) dont un est fixe (15) ct 'autre mobile (20). ladite cavité étant composée d’une
premiére section (1) active a gain d’une longueur L, et d’une deuxie¢me section (2) de longueur L, accordable, caractérisé en ce que
la longueur totale de la cavité L= L;+L, est inférieure ou égale a 20 pm.
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